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on Glass） /SiO2/Niの 3層構造を用いることによりオン抵抗は 1.22 mΩcm2と約 15%
低減することを実証した．また、窒素中で 850℃ 30分のアニールによりダイオードの
耐圧が約 4.25kVに回復することを示した．エッチングダメージ低減のために加速エネ











































濃度の異なる３層のｎ－GaN層を作成し、耐圧 4.7kVを有する GaN基板上の p-nダイ
オードを開発した．さらに、ｐ－GaN 層のアクセプター濃度を通常の数分の一にし、
アバランシェ降伏が生じる前にパンチスルー現象を生じさせ、耐圧 4.8kVで可逆性の
あるダイオードを開発した．次にガードリング構造 p-n ダイオードを作成し耐圧
5.0kVを実証した．さらに、ｐ形層を薄くして逆方向電圧印加時に高抵抗化すること
により耐圧を 200V 向上させた．このように窒化ガリウムをパワー半導体デバイスと
して使用する場合の高耐圧化を実現したことは工学的有効性が認められる． 
４． パワー半導体デバイスの大電流化 
フォトンリサイクリング現象による電流増幅効果は電極周辺約 10μm で生じてい
ることを立証し、電極形状を櫛形にすることにより p-n ダイオードのオン抵抗が約
20%減少することを実証した．オン抵抗の減少による大電流化を実現したことは工学
的有効性が認められる。 
 以上、本論文で提案された高電子移動度トランジスタの顕著な高周波特性の実現、窒
化ガリウムを用いたパワー半導体デバイスの高耐圧化及び大電流化の実現は工学に資
するところが大きい．よって、本審査小委員会は全会一致をもって提出論文が博士（工学）
の学位に値するという結論に達した． 
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